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"Comportamento de semicondutoras do cabo pré-reunido de média tensio
submetidas a potencial elétrico".

""Behavior of the semiconducting shield of a non-metallic screened medium
voltage aerial bundled cable, subjected to electric voltage."
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Resumo

Este trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre o comportamento da camada
semicondutora, (smc) utilizada como blindagem em cabos pré-reunidos de redes aéreas de
distribuigdo de energia elétrica de média tensdo.

Considerando-se o comportamento andmalo da resistividade volumérica e a presenga de pontos
quentes observados nesses cabos em inspegdes termograficas no campo, o estudo foi direcionado
para a analise dos efeitos da corrente elétrica através da camada semicondutora submetida a
diferenga de potencial elétrico.

Dessa forma, utilizando-se amostras, a ocorréncia de diversos valores de gradiente elétrico aplicados
a smc foram simulados, objetivando-se a um melhor entendimento das situagGes observadas em
campo.

Abstract

Results of a study concemning the behavior of the semiconducting layer, used as electrical shield of
medium voltage bundled cables for aerial electrical energy distribution lines, are reported.

Considering the anomalous behaviour of the volumetric resistivity and the presence of hot points
observed in these cables during thermographic inspections in the field, the study was centered on the
analisys of the effects of the electrical current passing through the semiconducting layer, subjected to
an electrical gradient.

This way, by using cable samples, the ocurrence of many values of electrical gradient were simulated
in the semiconducting layer, with the aim of understanding better the situations found in field.
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